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УЧЕБНА ПРОГРАМА

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: НИСКОРАЗМЕРНИ СТРУКТУРИ НА ОСНОВАТА  НА ШИРОКОЗОННИ И ТЕСНОЗОННИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ
ВКЛЮЧЕНА В УЧЕБНИЯ ПЛАН НА СПЕЦИАЛНОСТ: Физика
СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ: МАГИСТЪР, програма Нано- И ИНФОРМАЦИОННИ технологии за оптоелектрониката

КРЕДИТИ (ECTS): 7
КАТЕДРА: Физика на полупроводниците
ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

	Вид на занятията:
	Семестър:
	Хорариум-часа/
седмично:
	Хорариум-часа
Общо: 

	Лекции
	III
	4
	60

	Семинарни упражнения



	III
	2
	30

	Практически упражнения
	
	
	

	Общо часа:
	
	6
	90

	Форма на контрол:
	изпит
	
	


А. АНОТАЦИЯ:  Първата част на курса има за цел  да запознае студентите със съвременното състояние и проблеми във физиката и технологията на нискоразмерните структури на основата на широкозонните полупроводници (силициев карбид, нитриди и фосфиди от групата А3В5, твърди разтвори на тяхна основа и други). Особено внимание се отделя на приложението на тези структури в оптоелектрониката за изготвяне на прибори за видимата и ултравиолетовата области на спектъра, способни да работят при високи темеператури и силно агресивни среди.
Целта на втората част на курса е да се запознаят студентите със съвременното ниво на технология и изследване на нискоразмерни структури от теснозонни полупроводници, една много интензивно развиваща се област. Нискоразмерните структури от теснозонните полупроводници от групите А4В6, А3В5 и А2В6 и твърдите им разтвори имат важно значение за оптоелектрониката в инфрачервената област. Особен интерес за бъдещи приложение представляват квантовите точки, които са самоорганизиращи се структури.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Лекции 
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Съвременно състояние на изследванията по израстване и характеризиране на нискоразмерни структури от:
	

	1.1.
	Силициев карбид и твърди разтвори на негова основа
	8 ч.

	1.2.
	Широкозонни полупроводникови съединения А3В5 и твърди разтвори на тяхна основа
	8 ч.

	1.3.
	Широкозонни полупроводникови съединения А2В6 и твърди разтвори на тяхна основа
	6 ч.

	2.
	Приложение и переспективи за използването на нискоразмерни структури от широкозонни полупроводници в дискретната и интегрална оптоелектроника
	8 ч.

	3.
	Съвременно състояние на изследванията по израстване и характеризиране на нискоразмерни структури от:
	

	3.1.
	Теснозонни полупроводникови съединения А4В6 и твърди разтвори на тяхна основа
	8 ч.

	3.2.
	Теснозонни полупроводникови съединения А3В5 и твърди разтвори на ряхна основа
	8 ч.

	3.3. 
	Теснозонни полупроводникови съединения А2В6 и твърди разтвори на тяхна основа
	6 ч.

	4.
	Приложение и переспективи за използването на нискоразмерни структури от теснозонни полупроводници: свръхрешетки, квантови нишки и квантови точки
	8 ч.

	
	Обшо
	60 ч.


Семинарни упражнения
	№
	Тема,  вид  на занятието:
	Брой часове

	1.
	Технологичен процес за израстване на SiC от газова фаза чрез метода физичен транспорт на пари
	3 ч.

	2.
	Технологичен процес за израстване на GaN от газова фаза чрез хидридна епитаксия. 
	3 ч.

	3.
	Оптоелектронни прибори на основата на нискоразмерни структури от групата III-нитриди.
	6 ч.

	4.
	Транзистори с висока подвижност на електроните на основата на нискоразмерни структури от групата III-нитриди.
	3 ч.

	5.
	Квантови ями в съединенията А3В5
	3 ч.

	6.


	Свръхрешетки в теснозонните съединения А4В6
	3 ч.

	7.
	Квантово-размерен ефект в полуметали (Bi) и полупроводници (SnTe)
	3 ч.

	8.
	Абсорбционна граница и краева луминесценция в квантови точки от теснозонни съединения А4В6
	3 ч.

	9.
	Фотопроводимост в нискоразмерни структури
	3 ч.

	
	Общо
	30 ч.


В. Формата на контрол е: изпит
Г. Основна литература:
1. Nano-Optoelectronics: Concepts, Physics and Devices, Ed. M Grundman, Springer, 2002
2. Semiconductor Nanostructures for Optoelectronic Applications, Ed.Todd Steiner, Artech House Publishers, 2004
3. Wide Bandgap Semiconductors - Growth, Processing and Applications Ed. Pearton, S.J., William Andrew Publishing/Noyes, 2000.
4. Advances in Silicon Carbide Processing and Applications, Eds. Stephen E. Saddow,  Anant Agarwal, 2004
5. SiC Power Materials and Devices, Ed. Z C Feng, Springer, 2004
6. Low Dimensional Nitride Semiconductors, Ed.B.Gill, Oxford University Press, USA, 2002.
7. D.Bimberg.  ФТП, 33, 9, 1999, 1044
8. D.Bimberg et al., Physica E 3, 1998, 129

9. M.Pinczolits, G.Springholz, G.Bauer, J.Cryst.Growth, 201/202, 1999, 1126.
Д. Допълнителна литература:

1. SiC Materials and Devices, ser.Semiconductors and Semimetals, Eds. R .K. Willardson, Eicke R. Weber, Academic Press, San Diego-London-Boston-New York- Sydney-Tokyo-Toronto, 1998
2. Properties of Wide Bandgap II-VI Semiconductors, Ed. R Bhargava , IEE/Inspec, EM-017, 1996. 
3. Gallium Nitride and Related Wide Bandgap Materials & Devices: A Market & Technology Overview 1998-2003, Elsevier Advanced Technology, 2000.
4. Properties, Processing and Applications of Gallium Nitride and Related Semiconductors, Eds. J H Edgar, S Strite, I Akasaki, H Amano and C Wetzel IEE/Inspec, EM-023, 1999.
5. Albert Laszlo Barabasi, Appl.Phys. Lett, 70, 6, 1997, 764.

6. Richard Notzel, Semicond.Sci.Technol., 11, 1996, 1365
Съставили програмата: 

Дата: май 2004 г.





/доц. д-р Станислав Лилов /








/доц. д-р Нели Желева/
